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® Verfahren zum Herstellen einer Halbleiteranordnung fur Leuchtdioden 

® Zur auskopplung der emittierten Strahlung, zur latera- 
len Verteilung des elektrischen Stroms in den Halbleiter- 

schichten und zur Passivierung ist eine Fensterschicht der • 

Komposition AlyGa^yP vorgesehen; diese gitterfehlange- 
pa&te Fensterschicht soli auf eine der gitterangepafcten 
Halbleiterschichten aus AIGalnP verspannungs- und ver- 
setzungsarm mit hoher Qualitat aufgebracht werden. 
Hierzu wird in einem ersten Prozeftschritt bei einer ersten, 
niedrigen Proze&temperatur (T1) auf die g itte range pa Rte 
Halbleiterschicht (5) aus AIGalnP eine dunne polykrista I li- 
ne Nukleationsschicht (6) der Komposition Al x Ga Vx P auf- 
gebracht In einem zweiten Prozelischritt bei einer zwei- 
ten, hohen ProzeStemperatur (T2) wird die dunne polykri- 
stalline Nukleationsschicht (6) auskristallisiert In einem 
dritten ProzeBschritt wird auf die kristalline Nukleations- 
schicht (6) bei einer ProzeBtemperatur (T3) die Fenster- 
schicht (7) der Komposition AlyGa^yP abgeschieden. 
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Beschreibung 



Die Erfindung betrifft ein Verfahren zum Herstellen einer 
Halbleiteranordnung fur Leuchtdioden nach dem Oberbe- 
griff des Patentanspruchs 1 , wie es aus der US 5 f 63 1 ,475 be- 5 
kannt ist. 

Halbleiteranordnungen fur Leuchtdioden (LEDs), die 
Halbleiterschichten mit hohem Aluminiumgehalt aufwei- 
sen, benotigen eine auf der auBersten Halbleiterschicht der 
Halbleiteranordnung unmittelbar unterhalb des Vordersei- 10 
tenkontakts aufgebrachte transparente Halbleiterschicht mit 
groBer Schichtdicke, die als "Fensterschicht" eine groBeren 
Bandlucke als die Energie der emittierten Strahlung auf- 
weist. Diese transparente Halbleiterschicht (Fensterschicht) 
dient zur Auskopplung der emittierten Strahlung, zur latera- 15 
len Verteilung des elektrischen Stroms in den Halbleiter- 
schichten (hierdurch kann der Strom unter dem Vordersei- 
tenkontakt hervorgefuhrt werden) und zur Passivierung (ins- 
besondere zum Schutz der aluminiumhaltigen Halbleiter- 
schichten gegen Korrosion). 20 

Beispielsweise wird bei Halbleiteranordnungen fur rot- 
griine LEDs mit auf einem GaAs-Substrat aufgebrachten 
quartenaren Halbleiterschichten aus AlGalnP (durch Wahl 
der Komposition der AlGalnP-Halbleiterschichten kann ei- 
nerseits eine Gitteranpassung ah die Gitterkonstante des 25 
GaAs-Substrats erfolgen und andererseits der Wellenlan- 
genbereich der emittierten Strahlung variiert werden) iibli- 
cherweise eine transparente Halbleiterschicht (Fenster- 
schicht) aus GaP aufgebracht, da dieser Verbindungshalblei- 
ter im Wellenlangenbereich der emittierten Strahlung (in 30 
diesem Spektralbereich) transparent ist und eine gute elek- 
trische Leitfahigkeit besitzt; aus der Literaturstelle "Appl. 
Phys. Lett.", 61 (1992), 1045-1047, ist das Aufbringen einer 
derartigen Fensterschicht aus GaP auf gitterangepaBte Halb- 
leiterschichten aus AlGalnP bekannt. 35 

Probleme beim Aufwachsen einer transparenten Halblei- 
terschicht (Fensterschicht) aus GaP auf eine gitterangepaBte 
Halbleiterschicht aus AlGalnP entstehen jedoch aufgrund 
der unterschiedlichen Gitterkonstanten dieser Verbindungs- 
halbleiter (Gitterkonstante von GaP ca. 0.545 nm, Gitter- 40 
konstante von AlGalnP ca. 0.565 nm): infolge dieser Gitter- 
fehlanpassung bilden sich Versetzungen im Kristallgitter, 
die sowohl direkt beim Wachstum der transparenten Halb- 
leiterschicht (Fensterschicht) als auch - bedingt durch die 
unterschiedlichen thermischen Ausdehnungskoeffizienten 45 
dieser Verbindungshalbleiter - beim anschlieBenden Ab- 
kiihlvorgang zu Verspannungen im Kristallgitter fuhren; da- 
neben kdnnen die Versetzungen die Diffusion von Dotier- 
stoffen hin zur fur die Emission der Strahlung verantwortli- 
chen aktiven Halbleiterschicht begiinstigen und hierdurch 50 
eine Degradation der LED verursachen. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, ein Verfahren 
zum Herstellen einer Halbleiteranordnung fur Leuchtdioden 
gemaB dem Oberbegriff des Patentanspruchs 1 anzugeben, 
mit dem eine gitterfehlangepaBte transparente Halbleiter- 55 
schicht (Fensterschicht) auf eine an ein GaAs-Substrat gitte- 
rangepaBte Halbleiterschicht aus AlGalnP verspannungs- 
und versetzungsarm mit hoher Qualitat aufgebracht werden 
kann. 

Diese Aufgabe wird gemaB der Erfindung durch die 60 
Merkmale im Kennzeichen des Patentanspruchs 1 gelost. 

Vorteilhafte Weiterbildungen des Verfahrens sind Be- 
standteil der weiteren Patentanspriiche. 

Beim Verfahren zum Herstellen einer Halbleiteranord- 
nung fur Leuchtdioden wird nach dem Abscheiden von git- 65 
terangepaBten Halbleiterschichten aus AlGalnP auf ein 
GaAs-Substrat nacheinander in aufeinanderfolgenden Pro- 
zeBschritten 



- auf die dem GaAs-Substrat gegenuberliegende ober- 
ste Halbleiterschicht aus AlGalnP eine als "Nukleati- 
onsschicht" dienende diinne polykristalline Halbleiter- 
schicht mit der Komposition Al x Ga!_ x P bei einer er- 
sten, niedrigen ProzeBtemperatur (Wachstumstempera- 
tur) sukzessiv in Monolagen abgeschieden, 

- in einem Ausheilschritt die diinne polykristalline 
Halbleiterschicht bei einer zweiten, hohen ProzeBtem- 
peratur (in Analogie zu einem TemperprozeB) auskri- 
stallisiert, d. h. die zunachst polykristalline Halbleiter- 
schicht kristallisiert bei der zweiten, hohen ProzeBtem- 
peratur (beim Tempern) in der bereits festen Phase aus; 
vorzugsweise wird diese Kristallisierung (der Ausheil- 
schritt) unter Stabilisierung mit PH 3 durchgefuhrt, um 
eine ggf . auftretende Zersetzung der phosphorhaltigen 
Halbleiterschichten der Halbleiteranordnung zu ver- 
meiden. Da die Versetzungen im Kristallgitter sich 
durch den Ausheilschritt (durch das Tempern) gegen- 
seitig ausloschen anstatt weiter zu wachsen, bedingt 
dies eine Reduzierung der Versetzungen und demzu- 
folge auch einen Abbau der Verspannungen, 

- auf die kristalline Halbleiterschicht der Komposition 
A x Gai_ x P eine als Fensterschicht dienende gitterfeh- 
langepaBte transparente Halbleiterschicht mit der 
Komposition Al y Gai_ y P bis zur gewiinschten Schicht- 
dicke aufgebracht. 

Die Komposition Al x Gai_ x P der polykristallinen Halblei- 
terschicht (Nukleationsschicht) kann durch Variation des 
Parameters x in einem weiten Bereich geandert werden, wo- 
bei der Bereich von x = 0 bis x = 1 gewahlt werden kann; 
vorteilhafterweise wird jedoch ein bestimmter Aluminium- 
anteil in der Nukleationsschicht vorgegeben (x * 0), bspw. 
x = 0.1, d. h. ein Aluminiumanteil von 10%: Beim Vorhan- 
densein von Aluminium in der polykristallinen Halbleiter- 
schicht (Nukleationsschicht) wird namlich die Bekeimung 
der Oberflache der obersten gitterangepaBten Halbleiter- 
schicht aus AlGalnP verbessert, da Aluminiumatome eine 
geringere Oberflachenbeweglichkeit (Diffusionskonstante) 
als GaUiumatome haben und somit ein besseres Anwachsen 
auf die oberste gitterangepaBte Halbleiterschicht aus Al- 
GalnP bzw. eine bessere Bedeckung dieser obersten gitte- 
rangepaBten Halbleiterschicht moglich ist. Die Schichtdicke 
der polykristallinen Halbleiterschicht (Nukleationsschicht), 
d. h. die Anzahl der abzuscheidenden Monolagen, richtet 
sich nach der Zeitdauer des Abscheidevorgangs und betragt 
bspw. bis zu 50 nm. 

Der Temperaturbereich fur die erste, niedrige ProzeBtem- 
peratur zum Aufbringen der polykristallinen Halbleiter- 
schicht (Nukleationsschicht) wird vorzugsweise im Bereich 
von 350°C bis 500°C gewahlt. Der Temperaturbereich fin- 
die zweite, hohe ProzeBtemperatur zum Auskristallisieren 
der polykristallinen Halbleiterschicht (Nukleationsschicht) 
wird vorzugsweise im Bereich von 850°C bis 900°C ge- 
wahlt. 

Die Komposition Al y Gai_ y P der transparenten gitterfeh- 
langepaBten Halbleiterschicht (Fensterschicht) kann durch 
Variation des Parameters y in einem weiten Bereich gean- 
dert werden, wobei der Bereich von y = 0 bis y = 1 gewahlt 
werden kann. Die Komposition der gitterfehlangepaBten 
Halbleiterschicht (Fensterschicht) kann unabhangig von der 
Komposition der polykristallinen Halbleiterschicht (Nu- 
kleationsschicht) vorgegeben werden (d. h. die Parameter x 
und y konnen unabhangig voneinander gewahlt werden); 
vorzugsweise wird jedoch in der polykristallinen Halbleiter- 
schicht (Nukleationsschicht) ein hoherer Aluminiumanteil, 
als in der gitterfehlangepaBten Halbleiterschicht (Fenster- 
schicht) gewahlt, d. h. der Aluminiumanteil in der gitterfeh- 
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langepaBten Halbleiterschicht (Fensterschicht) wird gegen- 
uber dem Aluminiumanteil in der polykristallinen Halblei- 
terschicht (Nukleationsschicht) reduziert (y < x). Der Tem- 
peraturbereich beim Abscheiden der gitterfehlangepaBten 
Halbleiterschicht (Fensterschicht) wird beispielsweise im 5 
Bereich von 780°C bis 800°C gewahlt. 

Das Wachstum der Halbleiterschichten der Halbleiteran- 
ordnung auf dem GaAs-Substrat, insbesondere der Halblei- 
terschichten aus AlGalnP, der polykristallinen Halbleiter- 
schicht (Nukleationsschicht) aus Al x Gai_ x P und der gitter- 10 
fehlangepaBten Halbleiterschicht (Fensterschicht) aus Al y . 
Gai_ y P, wird vorzugsweise mittels metallorganischer Gas- 
phasenepitaxie (MOVPE) in einem MOVPE-Reaktor 
durchgefuhrt. Durch die katalytische Zerlegung der Sub- 
stanzen bei der ersten, niedrigen Prozefitemperatur entsteht 15 
das gewiinschte Schichtenwachstum der polykristallinen 
Halbleiterschicht (Nukleationsschicht) in Monolagen 
(bspw. 60 Monolagen mit einer Dicke von 20 nm bis 30 
nm), die beim ErhShen der Temperatur (d. h. bei der zweiten 
ProzeBtemperatur) auskristallisieren. 20 

Beim erfindungsgemaBen Verfahren kann vorteilhafter- 
weise 

- aufgmnd der signifikanten Reduzierung der Verset- 
zungen und des Abbaus der Verspannungen im Kri- 25 
stallgitter eine gute raumliche Verteilung und eine hohe 
Intensitat (Ausbeute) der emittierten Strahlung der 
LED erreicht werden, 

- aufgrund der Verringerung der Versetzungsdichte 
eine starke Reduzierung von Degradauonseffekten und 30 
hierdurch bedingt eine hohe Lebensdauer der LED er- 
reicht werden. 

Das Verfahren wird im folgendeh anhand eines Ausfuh- 
rungsbeispiels im Zusammenhang mit der Zeichnung be- 35 
schrieben. 

Hierbei zeigt die Fig. 1 den schematischen Aufbau der 
Halbleiteranordnung fur eine Leuchtdiode (LED) mit deren 
Halbleiterschichten und die Fig, 2 ein zeitliches Ternpera- 
turprofil fur die verschiedenen ProzeBschritte bei der Her- 40 
stellung der Halbleiteranordnung. 

In der Fig- 1 ist der vertikale Aufbau der Halbleiteranord- 
nung (die Leuchtdiodenstruktur) schematisch dargestellt. 
Die Halbleiterschichten 2, 3, 4, 5, 6 und 7 der Leuchtdioden- 
struktur werden mittels metallorganischer Gasphasenepita- 45 
xie (MOVPE "MetalOrganic Vapor Phase Epitaxy") in ei- 
nem Epitaxiereaktof (MOVPE-Reaktor) auf ein N-dotiertes 
GaAs-Substrat 1 abgeschieden: 

- Das GaAs-Substrat 1 als Grundkorper fur das suk- 50 
zessive Abscheiden der Halbleiterschichten 2, 3, 4, 5, 6 
und 7 der Leuchtdiodenstruktur besitzt bspw. eine Do- 
tieruhgskonzentration von n « 10 18 cm*" 3 und eine 
Schichtdicke von (zunachst) 450 um; die Schichtdicke 
des GaAs-Substrats 1 wird nach der Herstellung der 55 
Leuchtdiodenstruktur durch mechanisches Dtinnen 
(Lappen) auf bspw. 200 um reduziert. 

- Direkt auf dem GaAs-Substrat 1 ist als erste Halblei- 
terschicht der Leuchtdiodenstruktur eine Bragg-Re- 
flektorschicht 2 mit N-Dotierung angeordnet, die als 60 
frequenzselektiver Spiegel zur Reflexion der in Rich- 
tung GaAs-Substrat 1 (und dort absorbierten) emittier- 
ten Strahlung dient. Die Bragg-Reflektorschicht 2 ist 
aus mehreren Al a Gai_aAs-Schichten mit alternierender 
Komposition zusammengesetzt, wobei die Al a _ 65 
Gai_aAs-Schichten jeweils als Ay4-Schichten gewahlt 
werden, d. h. die Schichtdicken der Al a Gai_ a As- 
Schichten werden von der Wellenlange X der emittier- 
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ten Strahlung (und vom jeweiligen Brechungsindex) 
festgelegt. Bspw. besitzt die Bragg-Reflektorschicht 2 
eine Dotierungskonzentration von n « 10 18 cm" 3 und 
eine Schichtdicke von ca. 900 nm; bspw. ist eine 
Schichtenfolge aus 10 Doppelschichten mit je zwei 
Einzelschichten der alternierenden Komposition AlAs 
und Alo,5Gao,sAs vorgesehen, die in Abhangigkeit der 
Wellenlange X der emittierten Strahlung als 7JA- 
Schichten (Einzelschichten) bzw. als A/2-Schichten 
(Doppelschichten) gewShlt werden: bei einer Wellen- 
lange X der emittierten Strahlung von bspw. 550 nm be- 
tragt die Schichtdicke einer AlAs-Schicht ca. 47 nm, 
die Schichtdicke einer Alo.sGaosAs-Schicht ca. 41 nm, 
die Schichtdicke der Doppelschicht ca. 88 nm und die 
gesamte Schichtdicke der Bragg-Reflektorschicht 2 ca. 
880 nm, bei einer Wellenlange X der emittierten Strah- 
lung von bspw. 630 nm betragt die Schichtdicke einer 
AlAs-Schicht ca. 51 nm, die Schichtdicke einer 
Alo.sGao.sAs-Schicht ca. 45 nm, die Schichtdicke der 
Doppelschicht ca. 96 nm und die gesamte Schichtdicke 
der Bragg-Reflektorschicht 2 ca. 960 nm. 

- Auf der Bragg-Reflektorschicht 2 ist die untere Man- 
telschicht 3 ("cladding-Schicht") angeordnet, die als 
Ladungstragerbarriere zur aktiven Schicht 4 hin dient, 
d. h. zur Vermeidung des Abflusses von Ladungstra- 
gern aus der aktiven Schicht 4 - bspw. bei einer LED 
mit negativem Substrat 1 zur Vermeidung des Abflus- 
ses der positiven Ladungstrager "Locher" aus der akti- 
ven Schicht 4. Die untere Mantelschicht 3 besteht aus 
N-dotiertem gitterangepaBtem Halbleitermaterial der 
Komposition (AlbGai_b)InP; die Komposition der un- 
teren Mantelschicht 3 wird durch Vorgabe von b so ge- 
wahlt (bspw. b = 0.5 bis 1), daB die EnergielUcke der 
unteren Mantelschicht 3 hoher als die der aktiven Halb- 
leiterschicht 4 ist und somit die gewiinschte Barriere 
fiir die Ladungstrager erreicht wird. Bspw. besitzt die 
N-dotierte untere Mantelschicht 3 eine Dotierungskon- 
zentration von n » 5 • 10 17 cm~ 3 und eine Schicht- 
dicke im Bereich von 500 bis 1000 nm, wobei bspw. 
eine Komposition AllnP (b = 1) oder (Alo.66Gao.34)fnP 
(b = 0.66) gewahlt wird. 

- Auf der unteren Mantelschicht 3 ist die undotierte 
aktive Halbleiterschicht 4 angeordnet, die zur Emission 
der Strahlung dient; die aktive Halbleiterschicht 4 kann 
aus einer einzelnen Schicht der Komposition 
(AlcGai_c)InP oder aus mehreren Quantenfilmen mit 
Barrieren bestehen. Bspw. besitzt die aktive Halbleiter- 
schicht 4 eine Schichtdicke von 600 nm; durch Wahl 
der Komposition der aktiven Halbleiterschicht 4 kann 
der Wellenlangenbereich der emittierten Strahlung 
bspw. von 550 nm bis 650 nm variiert werden, wobei 
bspw. fur die Emission von Strahlung der Wellenlange 
X = 590 nm eine Komposition (Alo.27Gao.73)InP (c = 
0.27) gewahlt wird. 

- Auf der aktiven Halbleiterschicht 4 ist die obere 
Mantelschicht 5 ("cladding-Schicht'*) angeordnet, die 
wie die untere Mantelschicht 3 als Ladungstragerbar- 
riere zur aktiven Schicht 4 hin dient, d. h. zur Vermei- 
dung des Abflusses von Ladungstragern aus der akti- 
ven Schicht 4 - bspw. bei einer LED mit negativem 
Substrat 1 zur Vermeidung des Abflusses der negativen 
Ladungstrager "Elektronen" aus der aktiven Schicht 4. 
Die obere Mantelschicht 5 besteht aus P-dotiertem git- 
terangepaBtem Halbleitermaterial der Komposition 
(AldGai_d)InP; die Komposinon der oberen Mantel- 
schicht 5 wird durch Vorgabe von d so gew&hlt (bspw. 
d = 0.5 bis 1), daB die Energielucke der oberen Mantel- 
schicht 5 hoher als die der aktiven Halbleiterschicht 4 
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ist und somit die gewiinschte Barriere fiir die Ladungs- 
trager erreicht wird. Bspw. besitzl die P-dotierte obere 
Mantelschicht 5 eine Dotierungskonzentration von p 
« 7 . 10 17 cm -3 und eine Schichtdicke lm Bereich 
von 500 bis 1000 ran, wobei bspw. eine Komposition 5 
AllnP (d = 1) Oder (Alo.66Gao.34)InP (d = 0.66) gewahlt 
wird 

- Auf der oberen Mantelschicht 5 wird eine als Nu- 
kleationsschicht dienende diinne Halbleiterschicht 6 
aus P-dotiertem (Al^Ga^JP polykristallin abgeschie- io 
den, bspw. werden 60 Monolagen mit einer gesamten 
Schichtdicke von 20 nm bis 30 nm abgeschieden. Die 
Komposition dieser Halbleiterschicht 6 wird so ge- 
wahlt, daB ein signifikanter Aluminium anteil in der 
Halbleiterschicht 6 vorhanden ist (x 0), so daB die 15 
fur das weitere Schichtenwachstum erforderliche Be- 
keimung der Oberflache der oberen Mantelschicht 5 
verbessert wird; bspw. wird fur die Halbleiterschicht 6 
die Komposition (AlaiGaa 9 P)P (X = 0.1) vorgegeben, 
d. h. die Halbleiterschicht 6 enthalt einen Aluminium- 20 
anteil von 10%. 

- Nach der Kristallisierung der Halbleiterschicht 6 
wird auf diese Halbleiterschicht 6 die als Fenster- 
schicht dienende gitterfehlerangepaBte Halbleiter- 
schicht 7 mit der Komposition (AlyGa^P abgeschie- 25 
den; bspw. betragt die Dotierungskonzentration der 
Halbleiterschicht 7 p « 3 • 10 18 cm" 3 , die Schichtdicke 
der Halbleiterschicht 7 liegt im Bereich von 5 bis 
12 um (bspw. bei 10 urn). Die Komposition der Halb- 
leiterschicht 7 wird bspw. zu Al 0 .oiGa 0 .99 As (y - 30 
gewahlt, d. h. die Halbleiterschicht 7 enthalt einen Alu- 
miniumanteil von 1%. 

- Nach dem Abscheiden der Halbleiterschichten 2 bis 
7 der Halbleiteranordnung (der Leuchtdiodenstruktur) 
wird auf das GaAs-Substrat 1 der Rtickseitenkontakt 9 35 
ganzflachig und auf die Halbleiterschicht 7 (Fenster- 
schicht) der Vorderseitenkontakt 8 stnikturiert aufge- 
bracht, bspw. mittels Aufdampfen und Einlegieren. Der 
Ruckseitenkontakt 9 besteht bspw. aus einer AuGe- 
Verbindung, der Vorderseitenkontakt 8 bspw. aus einer 40 
AuZn-Verbindung; hierdurch werden ohmsche Kon- 
takte auf der jeweiligen Halbleiterschicht gebildet, d. h. 
der Ruckseitenkontakt 9 bildet mit dem als N-Dotier- 
stoff wirkenden Ge auf dem N-dotierten GaAs-Substrat 

1 einen ohmschen Kontakt und der Vorderseitenkon- 45 
takt 8 bildet mit dem als P-Dotierstoff wirkenden Zn 
auf der P-dotierten Halbleiterschicht 7 (Fensterschicht) 
einen ohmschen Kontakt. 

GemaB dem in der Fig. 2 dargestellten zeitlichen Verlauf 50 
der Reaktortemperatur des MOVPE-Reaktors wird folgen- 
des zeitliches Temperaturprofil fur die verschiedenen Pro- 
zeBschritte bei der Herstellung der Halbleiteranordnung 
(dem Abscheiden der Halbleiterschichten 2 bis 7 der 
Leuchtdiodenstruktur) vorgegeben: 55 

- die Halbleiterschichten 2, 3, 4 und 5 der Leuchtdio- 
denstruktur werden im MOVPE-Reaktor auf das N-do- 
tierte GaAs-Substrat 1 bei einer Abscheidetemperalur 
T0 von bspw. 720°C bis 750°C im Zeitintervall Ato 60 
sukzessive abgeschieden; bei einer gesamten Schicht- 
dicke der Halbleiterschichten 2, 3, 4 und 5 von bspw. 

3 um und einer Wachstumsrate im MOVPE-Reaktor 
von bspw. 3 um/h betragt das Zeitintervall Ato (die Epi- 
taxiedauer) bspw. 60 Minuten. 65 

- Nach dem Abscheiden der Halbleiterschichten 2, 3, 

4 und 5 der Leuchtdiodenstruktur wird die Reaktortem- 
peratur des MOVPE-Reaktors auf die erste Pro zeB tern - 



peraturTl im Bereich von 350°C bis 550°C abgesenkt, 
bspw. auf 400°C; nach Erreichen der ersten ProzeBtem- 
peratur Tl wird im Zeitintervall Ati (Zeitintervall Ati 
bspw. 1 Minute) die P-dotierte polykristalline Halblei- 
terschicht 6 (Nukleationsschicht) aus Al x Gai_ x P mit ei- 
ner Schichtdicke von bis zu 50 nm (bspw. von 30 nm) 
abgeschieden. 

- AnschlieBend wird die Reaktortemperatur des 
MOVPE-Reaktors auf die zweite ProzeBtemperatur T2 
im Bereich von 850°C bis 900°C erhoht, bspw. auf 
850°C; bei dem bei der zweiten ProzeBtemperatur T2 
stattfindenden Ausheilschritt (TemperprozeB) im Zeit- 
intervall At 2 (Zeitintervall At 2 bspw. 5 Minuten) k6n- 
nen sich die Atome der rxrfykristallinen Halbleiter- 
schicht 6 durch Rekristallisation derart umordnen 
(Wachstum aus der festen Phase), daB die infolge der 
Gitterfehlanpassung der Halbleiterschicht 6 bezuglich 
der oberen gitterangepaBten Mantelschicht 5 entste- 
henden Verspannungen abgebaut werden. 

- Fiir das endgultige Wachstum der Halbleiterschicht 
7 aus P-dotiertem (Al y Gai_ y )P im Zeitintervall At 3 wird 
die Reaktortemperatur des MOVPE-Reaktors auf die 
dritte ProzeBtemperatur T3 im Bereich von 780°C bis 
800°C abgesenkt, bspw. auf 780°C. Bei einer Schicht- 
dicke der Halbleiterschicht 7 von bspw. 10 um und ei- 
ner Wachstumsrate im MOVPE-Reaktor von bsp. 
6 um/h betragt das Zeitintervall At 3 (die Epitaxiedauer) 
bspw. 100 Minuten. 

Patentanspriiche 

1. Verfahren zum Herstellen einer Halbleiteranord- 
nung fur Leuchtdioden, bei dem auf einem GaAs-Sub- 
strat (1) mehrere an das GaAs-Substrat (1) gitterange- 
paBte Halbleiterschichten (3, 4, 5) aus AlGalnP sukzes- 
siv abgeschieden werden, und bei dem anschlieBend 
auf den gitterangepaBten Halbleiterschichten (3, 4, 5) 
zwei weitere Halbleiterschichten mittels metallorgani- 
scher Gasphasenepitaxie abgeschieden werden, da- 
durch gekennzeichnet, daB nacheinander 

- bei einer ersten, niedrigen ProzeBtemperatur 
(Tl) auf die dem GaAs-Substrat (1) gegenuberlie- 
gende oberste gitterangepaBte Halbleiterschicht 
(5) aus AlGalnP eine diinne polykristalline Halb- 
leiterschicht (6) der Komposition Al x Gai_ x P ab- 
geschieden wird, 

_ bei einer zweiten, hohen ProzeBtemperatur (T2) 
die diinne polykristalline Halbleiterschicht (6) 
auskristallisiert wird, 

- und auf die kristalline Halbleiterschicht (6) bei 
einer dritten ProzeBtemperatur (T3) eine Halblei- 
terschicht (7) der Komposition Al y Gai_ y P abge- 
schieden wird. 

2. Verfahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeich- 
net, daB die erste ProzeBtemperatur (Tl) im Bereich 
von 350°C bis 500°C gewahlt wird. 

3. Verfahren nach Anspruch 1 oder 2, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB die zweite ProzeBtemperatur (T2) im Be- 
reich von 850°C bis 900°C gewahlt wird. 

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, daB x groBer als y gewahlt wird. 

5. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 4, da- 
durch gekennzeichnet, daB die Kristallisierung der po- 
lykristallinen Halbleiterschicht (6) unter Stabilisierung 
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mit PH3 vorgenommen wird. 
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